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VÁLLALAT IV., Fóti út 56. 

1325 Budapest, Pf. 21 Telefon: 691-100 Telex: 22-7306 

BDC 35 szilícium NPN planár epitaxiális RF teljesítmény tranzisztor 

Meretek mm-ben 

m a x i i -16 

Tok: TO-126 ( 5 0 T - 3 2 ) 

mox.0,85 

T ö m e g ; kb . 0,8 g 

Ajánlott alkalmazás 
A B D C 35 nagyfrekvenciás szilícium 

teljesítmény tranzisztor alkalmas 27 MHz-ig 
teljesítmény erősítőként. Javasoljuk 

CB-rádiók végerősítő fokozatában, illetve 
rövidhullámú adók meghajtó fokozataként. 

Bármely alkalmazástechnikai kérdésben 
a M E V Félvezető Ágazat Fejlesztése 

készséggel áll felhasználóink rendelkezésére 
(Telefon: 692-800/2337). 

Schronk László 

M A X I M Á L I S H A T Á R A D A T O K J E L Ö L É S B D C 3 5 E G Y S É G 

Kol lek tor -báz is feszü l tség v C B 0 60 V 

Kol lektor-emit ter feszültség v C E 0 35 ' V 

E m i t t e r - b á z i s feszül tség V E B O 5 V 

Kollektor egyenáram ' C 1 A 

Kollektor áram csúcsértéke • C M 2 A 

T E L J E S TELJEs'lTMENYDlSSZIPÁClÖ 

T c a s e ~ 25°C P tot 6 W 
< I I I 

Átmenet hőmérséklete Ti 150 °C 

Tárolási hőmérséklet Ts - 55...+150 °C 

H Ö E L L E N Á L L A S 

átmenet és tok között Rthjc 10 K / W 
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S Z T A T I K U S J E L L E M Z Ő K 

Tamb= 25°C 
J E L Ö L E S B D C 3 5 E G Y S É G 

Kollektor-bázis visszáram 

V C B z50V 'CBO < 100 nA 

Emi t te r -baz is visszáram 

V E B = 5 V • E B O < 100 nA 

Kollektor - bázis letoresi feszültség 

l c - 10AIA I l E = 0 V ( B R ) C B 0 >60 V 

Kollektor-emitter letörési feszültség 

I c =10mA i I B = 0 V ( B R ) C E O > 3 5 V 

Emit ter -báz is letörési feszültség 

1 E = 1 0 / J A I IC =0 v ( B R ) E B 0 > 5 V 

Kollektor-emitter maradék feszültség 

I C =500mA i l B z50mA v C E s a t <1,6 V 

Egyenáramú áramerósltési tényező 

V C E =10V , l c = 1 m A 

V C E =10V , l c =150mA 
"21E 

"21E 

> 2 5 

> A0 

D I N A M I K U S J E L L E M Z Ő K 

Tamb = 25°C 
J E L Ö L E S B D C 3 5 E G Y S É G 

Trans i t frekvencia 

V C E = 5V i l c r 3 0 m A 

f rlOOMHz 200 MHz 

K o l l e k t o r - b á z i s kapacitás 

V C B = 1 0 V , f=1MHz C C B O 10 PF 

ii i i * i 
Kimenő feszültség a merokapcsolasban 

V C C = 9V , f = 27MHz 

Vj = 2,8V i R i n = R O u t = 5 0 o n m v 0 10 V 

^ M.E.V. MIKROELEKTRONIKAI VÁLLALAT 
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